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波長 900 nm ~ 1100 nmにおける単一光子検出は、シリコン(Si)の単一光子検出用雪崩フォトダ

イオード（SPAD）やインジウム・ガリウム・ヒ素/インジウム・燐(InGaAs/InP)の SPAD の感度

域から外れてしまうため、困難である。一方で、炭化シリコン(SiC)中の Si 空孔[1]や、InAs 量

子ドット[2]等の蛍光計測では波長 900 nm ~ 1100 nmにおける高感度かつ低雑音な単一光子検出

器が求められている。本研究では、短波長増強型 InGaAs/InP-SPADを用いた波長 900nmの単一

光子検出性能を評価し、検出効率(DE)42%を得られたので報告する。 

Fig1.に性能評価に用いた受動クエンチング回路(PQC)[3]の概略図を示す。クエンチング抵抗

R1は1M、電流-電圧変換抵抗R2は(51)、SAPDはPrinceton Lightwave社製のPGA-080u-1064TOT

を使用した。SAPDは TO-CANパッケージに共に内蔵されたペルチェ素子によって-50℃まで冷

却された。性能評価用光源には、波長 941 nm の微弱コヒーレント光（連続光）を用いた。R1

と SPAD の容量で決まる光子検出不能時間、3 sから引き起こされる計数飽和を避けるため、

微弱コヒーレント光の平均光子数を 1×104 /秒とした。PQCの出力信号は識別器によって識別さ

れ、NIMロジック信号へ変換後に時間相関測定器(TIA)へ送られた。TIAによって得られた計数

ヒストグラムより単一光子検出効率（DE）、暗計数率（DCR）、アフターパルス確率（AP）をそ

れぞれ求めた。Fig2に測定結果を示す。逆電圧 82.4 Vにおいて DE = 42 %、D = 2×103 Hz、AP = 

16 %を得た。 

 

Fig1. Passive Quenching Circuit 

 

Fig2. DE ,AP and DCR as function of the 

reverse bias voltage  
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